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Analyse des E-Felds im Resonator in 0,13 µm SiGe-BiCMOS-Technologie 
 

Die Entwicklung der THz-Technologie ermöglicht zahlreiche Anwendungen wie Bildgebung, Sensorik 
und drahtlose Kommunikation. Diese Arbeit basiert auf einem Projekt zur Erzeugung von THz-
Signalen durch die Integration von Graphen auf SiGe-BiCMOS-Technologie. Es wurde vor kurzem 
entdeckt, dass Graphen eine hohe Nichtlinearität im THz-Frequenzbereich aufweist. Oberwellen 
höherer Ordnung können durch Anlegen eines E-Feldes in der Größenordnung von 10 kV/cm an 
Graphen erzeugt werden. 

Die Erzeugung eines hohen E-Feldes im Sub-THz-Bereich stellt eine große Herausforderung dar. Das 
Ziel dieser Arbeit ist es, die Struktur und den Wert der LC eines Resonators zu untersuchen, um das 
von diesem Resonator erzeugte E-Feld zu verbessern. 

Anforderungen: 
 

• Gute Englischkenntnisse 

• Grundkenntnisse der Theorie des elektromagnetischen Feldes 
 
Nach Abschluss der Arbeit bestehen gute Berufsaussichten in den folgenden Bereichen: 
 

• Kommunikation 

• Hardware-Entwurf 
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